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Интеграция нанобиосенсоров с акустическими линиями задержки с помощью планарных технологий позволяет рассчитывать на возможность создания акустонаноэлектронных сенсоров большой чувствительности и селективности. Подобные сенсоры могут использоваться для регистрации специфических биовзаимодействий, обнаружения всевозможных биологических объектов, а также мониторинга их чувствительности к различным антибиотикам. 
В работе разработан акустоэлектрический чип-сенсор на основе монокристаллической пластины ниобата лития толщиной 0,5 мм с системой встречно-штыревых преобразователей (ВШП) для возбуждения соответствующей акустической волны, который вставляется в чип-холдер со стандартным разъемом ножевого типа. Акустоэлектронные устройства были рассчитаны для антисимметричной (А0) и симметричной (S0) волн Лэмба и волны с поперечно-горизонтальной поляризацией (SH0) нулевого порядка, распространяющихся в ниобате лития. Были выбраны следующие кристаллографические ориентации для A0 волны - 128YX, для S0 волны -Y-X+50, для SH0 волны- YX, которые характеризуются наибольшим коэффициентом электромеханической связи волны и одномодовым режимом возбуждения. Акустоэлектрический чип-сенсор на основе монокристаллической пластины ниобата лития может использоваться в двух модификациях: 

-в первом варианте исследуемый объект располагается между ВШП структурами (при этом сенсор может полностью погружаться в жидкостную среду);

-во втором варианте реализуется гибридный вариант сенсора, сочлененный с наноэлектронным датчиком, расположенным в акустически озвученной области в центральной области чип-сенсора.

Нанобиосенсоры первого варианта создаются методами фотолитографии с использованием позитивного фоторезиста shepley 1805 и термического напыления алюминия на буферный слой хрома. Во втором варианте наноэлектронный датчик изготавливался с помощью электронно-лучевой литографии.
В результате были изготовлены тонкопленочные системы встречно-штыревых преобразователей (ВШП) на подложке из ниобата лития размером 2х1 см. В гибридном варианте сенсора встречно-штыревые преобразователи объединены в единую систему с наноэлектронным датчиком, допускающим исследование молекулярных объектов размером 2-3 нм.
